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Transphorm 900V GaN FET(TP90H180PS) 構造解析レポート
株式会社エルテックは、Transphorm製900V GaN FET (TP90H180PS)の構造解析レポ
ートをリリースしました。
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製品概要
本製品は、Transphorm製高電圧（900V）カスコード配置トランジスタで、高電力スイッチング

アプリケーションに対応した業界最初の900V定格のGaNトランジスタです。

Vdss=900V、DC Id=15A、RON=170mΩ （Dynamicオン抵抗)

解析結果ポイント
・TransphormのGaNは、SiC MOSFETと比較してRONxAは高く、Intrinsic RonxAは673mΩ・mm2です。

しかし、GaNトランジスタの面積当たりの静電容量（Ciss/A、Coss/A）は大幅に低く、

より高い相互コンダクタンスを実現しており、スイッチング時間は速くなります。

・破壊電圧(測定値)は、BVdss〜1950V。
Transphormの 650Vと900VのGaNトランジスタのレイアウト、エピ構造、破壊電圧を比較することに より

、高電圧動作および長期的な信頼性を実現するデバイス設計上の特徴が示されています。

（ゲートフィールドプレートやLgd設計、ソース・ドレインオーミックコンタクトなど）

レポート内容

・Transphorm社の650ＶＧａＮとWolfspeed製(旧Cree) 900Ｖ SiCMOSFETとの比較

・PKG観察、X線観察、チップ観察、PKG断面観察

・GaN 平面観察、各層配線レイアウト

・GaN 断面観察 (SEM、TEM)、GaNエピ層TEM-EDX材料分析
・電気特性評価 （オフ状態リーク電流対温度、破壊電圧、

容量（Ciss, Coss、Crss）-Vds特性、RON)
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